
2. Поверхность, пленки, слои
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Пороговые характеристики высокочувствительных инфракрасных матриц фотодиодов на основе HgCdTe во многом определяются свойствами пассивирующего покрытия, в том числе свойствами границы раздела между полупроводником и диэлектриком. Характеризацию свойств границы раздела нельзя провести при использовании традиционных методик обработки результатов измерений тестовых МДП-структур, что связано с наличием в МЛЭ HgCdTe приповерхностных варизонных слоев с повышенным содержанием CdTe, которые выращиваются для оптимизации характеристик инфракрасных детекторов [1]. В данной работе представлены результаты исследования свойств границы раздела HgCdTe с пассивирующим покрытием, основанные на измерении при температурах 8-200 К полной проводимости МДП-структур на варизонном Hg1-xCdxTe (x=0.19-0.36), выращенном методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Выявлены особенности гистерезиса инжекционного типа, присущего электрофизическим и фотоэлектрическим характеристикам МДП-структур на основе варизонного HgCdTe [2,3]. Теоретически и экспериментально показано, что вольт-фарадные характеристики МДП-структур на основе HgCdTe с приповерхностными варизонными слоями при 77 К при частоте переменного тестового сигнала, превышающей 10 кГц, имеют высокочастотный вид относительно времен перезарядки поверхностных состояний, но низкочастотный вид относительно времени формирования инверсионного слоя. Установлено, что концентрации основных носителей заряда в приповерхностном слое HgCdTe заметно отличаются от интегральных значений, определенных методом Холла. Проведено численное моделирование вольт-фарадных характеристик МДП-структур на основе HgCdTe с приповерхностными варизонными слоями с учетом наличия на границах раздела быстрых поверхностных состояний. Выполнен анализ спектров поверхностных состояний на границе раздела между МЛЭ HgCdTe и различными диэлектриками (SiO2/Si3N4 и Al2O3), полученных путем обработки результатов измерений полной проводимости. Показано, что Al2O3, нанесенный при помощи плазменной атомарно-слоевой технологии, образует качественную границу раздела с HgCdTe.
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